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【はじめに】ウエハ接合は異種材料の組み合わ

せによる光・電子デバイス特性の飛躍的な向上

に有効な技術として注目されている。これまで

我々は、InGaAs を a-Ge を介して接合し(原子

拡散接合[1])、その少数キャリア応答特性を報

告してきた[2]。デバイス設計にはバンドエン

ジニアリングが必要であるが、接合に起因した

バンドの曲りによってキャリア輸送が阻害さ

れることが予想される。今回我々は、異種材料

接合に向けた検討の一つとして、同材料系にお

ける接合部近傍のバンド構造を評価した結果

を報告する。 

【素子構造】接合部におけるバンド曲りの定量

には、接合を介して半導体のドーピング濃度・

材料が対称な構造を用いて、0 V におけるコン

ダクタンスの温度依存性から見積もる方法が

有効である[3]。作製した素子の構造を図 1 に

示す。N型については、n-InGaAs (1x10
17 

cm
-3

) / 

n
+
-InGaAs を堆積した InP 基板同士を a-Ge(20 

nm)を介して接合し(素子 A)、P 型についても

p-InGaAs (1x10
17 

cm
-3

) / p
+
-InGaAs を堆積した

InP 基板同士を同条件で接合した(素子 B)。 

【評価結果】図 2に接合部の面積で規格化した

I-V 特性の温度依存性を示す。24℃での 1V に

おける素子 A の電流値は素子 B よりも 6 桁高

く、オーミックな特性を示す。素子 A は電流

の温度依存性がほぼ見られず、バンド曲りの定

量的評価が難しい。一方で、素子 B は温度依

存性が大きく、バンドの曲りによるホールに対

する障壁高さは 0.66 eV と見積もられた。 

【まとめ】InGaAs/a-Ge/InGaAs 接合部のバンド

構造を定量した。a-Ge を用いた n 型 InGaAs

同士の接合では p型 InGaAs 同士よりも、バン

ドの曲りが小さいことを示した。 
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図 1：素子断面図 

 

図 2：作製した素子の I-V 特性 
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